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【はじめに】4H-SiCは高効率なパワーデバイスを実現する材料として普及が期待される[1]。従来、

SiC-MOSFET のゲート絶縁膜は熱酸化により形成することが多かったが、SiC は酸化速度の面方

位依存性が大きく[2]、トレンチ型MOSFETの作製を考慮した場合、堆積法によるゲート絶縁膜の

形成が適していると考えられる。近年、堆積法によるゲート絶縁膜として LaSiO膜の適用により

界面準位密度を 1011cm-2/eV台まで低減できることが報告された[3,4]。今回、SiO2と La2O3の積層

膜を熱処理することにより得られる Laシリケート膜をゲート絶縁膜とするMOSキャパシタを作

製した。SiC-MOSキャパシタの容量電圧測定結果を元に、Laシリケート膜による SiC-MOS界面

特性の改善について報告する。 

【実験方法】化学洗浄した n型 4H-SiC (0001)エピ基板上に SiO2 、La2O3、SiO2を順に 10 nm、10 

nm、40 nm堆積し、酸素雰囲気で 1100oCの熱処理を行った。SiO2はプリカーサにトリスジメチル

アミノシラン(TDMAS)、酸素供給源に酸素プラズマを用いた原子層堆積 (ALD) 法により堆積し

た。また La2O3は電子線蒸着法により成膜した。ゲート電極には RFスパッタリングによるW膜

を用いた。また Laシリケート層の有無による特性差を確認するため、40 nmの SiO2のみをゲート

絶縁膜とした試料を同時に作製し、それぞれの容量電圧特性を評価した。 

【実験結果】Fig. 1に SiC-MOSキャパシタの C-V特性を、Fig. 2にフラットバンド電圧を基準と

したゲート電極への印加電圧に対するヒステリシスの大きさを示す。SiO2のみの試料に比べ、La

シリケート層を有する試料のフラットバンド電圧はマイナス方向にシフトしており、絶縁膜中の

負の固定電荷が減少したものと考えられる。またヒステリシスも Laシリケート層がある試料のほ

うが縮小しており、Laシリケートにより界面特性が改善したものと考えられる。 
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Fig. 1 CV characteristics ALD-SiO2 capacitors 

with and without La-silicate layer. 
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Fig. 2 Hysteresis on gate voltage sweeping range 

dependency 
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